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Urządzenie do wykonywania obudów diod półprzewodnikowych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wykonywania obudów diod półprzewodnikowych zwłaszcza
całoszklanych.

Znane sposoby wykonywania diodowych obudów całoszklanych polegają najczęściej na ogrzewaniu pło¬
mieniem gazowym lub grzejnikiem elektrycznym umieszczonym w pewnej odległości od zestawionych odpowied¬
nio elementów, aż do stopienia szkła i trwałego połączenia tych elementów.

Ogrzewanie łączonych elementów gorącym strumieniem gazu lub promieniowaniem podczerwonym utrud¬
nia konstrukcję urządzeń do jednoczesnego wykonywania wielu elementów, ze względu na konieczność ograni¬
czenia stref grzejnych nagrzewanych elementów. Znacznie korzystniejsze jest ogrzewanie kontaktowe stapianych
elementów materiałem niezwilżanym przez płynną masę szklaną np. grafitem. Indukcyjnie lub oporowo grzane
kasety grafitowe stosowane są do wykonywania przepustów metal — szkło.

Wykonywanie przepustów metal - szkło jest ułatwione topieniem całej masy szklanej, której ostateczny
kształt jest wynikiem zwilżania metalu oraz wielkości napięcia powierzchniowego stopionej masy szklanej. Wyko¬
nywanie całoszklanych obudów diod półprzewodnikowych wymaga odmiennych sposobów ogrzewania umożli¬
wiających zachowanie określonego kształtu geometrycznego przez spływającą masę szklaną.

Urządzenie według wynalazku umożliwia równoczesne wykonywanie wielu obudów diod, zwłaszcza cało¬
szklanych.

Urządzenie według wynalazku składa się zasadniczo z trzech równoległych płyt, z których jedna stano¬
wiąca podstawę, jest częścią grzejną, kształtującą i centrującą, natomiast dwie pozostałe zapewniają utrzymanie
właściwej pozycji i nacisk na zatapiane elementy umieszczone w otworach płyt. Ilość i ukształtowanie otworów
w płytach zależy od profilu produkcyjnego. Urządzenie może być ogrzewane indukowanymi prądami wirowymi
lub oporowo.

Urządzenie według wynalazku wyróżnia się prostą konstrukcją i umożliwia wytworzenie wielu obudów
diod półprzewodnikowych w jednym cyklu technologicznym.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przed¬
stawia przekrój urządzenia z elementami przygotowanymi do procesu, fig. 2 przekrój urządzenia po zakończeniu
zatapiania.
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Płyta grzewcza 1 wykonana z materiału przewodzącego prąd stanowiąca podstawę urządzenia połączona

jest z płytą pośrednią 3 za pomocą elementów konstrukcyjnych 5. Płyta dociskowa 2 umieszczona jest suwliwie
w kołkach 4 umocowanych w płycie 1. Z wyjątkiem płyty 1 wszystkie części urządzenia wykonane są z ma¬
teriału nieprzewodzącego prądu elektrycznego. W płytach wykonane są otwory, w których umieszcza się zesta¬
wione elementy diod półprzewodnikowych w rurkach szklanych, oczywiście po zdjęciu płyty 2. Po umieszcze¬
niu elementów płytę 2 ustawia się w kołkach 4 i włącza prąd elektryczny. Po zakończeniu procesu podnosi się
płytę 2 i wyjmuje zatopione diody. Spęczony przepust metalowy 6 po procesie tworzy z rurką szklaną 7 element
obudowy diodowej tak zwany „balon" 12. Spęczony przepust metalowy obtopiony koralikiem szklanym 8
tworzy „balon" 13. „Balon" 14 powstaje ze spęczonego przepustu 6, rurki 7 i szklanego koralika &•

Zamontowany w całoszklanej obudowie przyrząd półprzewodnikowy z dwoma wyprowadzeniami np. dio¬
da, warikap, fotodioda 15 wytwarza się ze spęczonego przepustu metalowego, kształtowanego, obtopionego
koralikiem szklanym 10 oraz części obudowy diodowej z wlutowaną strukturą „balonu" 11. W przypadku ogrze¬
wania płyty grzejnej 1 oporowo płyty 2 i 3 mogą być wykonane z przewodników prądu elektrycznego.

Zastrzeżenia patentowe

1. Urządzenie do wykonywania obudów diod półprzewodnikowych zwłaszcza całoszklanych, znamienne
tym, że składa się zasadniczo z trzech równoległych płyt, z których jedna stanowiąca podstawę (1) jest częścią
grzejną, kształtującą i centrującą, natomiast dwie pozostałe wykonane z izolatorów zapewniają utrzymanie właś¬
ciwej pozycji i nacisk na stapiane elementy, przy czym płyta środkowa (3) jest połączona z podstawą (1)
nierozłącznie za pomocą elementów (5), a płyta dociskowa (2) suwliwie kołkiem (4).

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że w płytach (1, 2, 3) są odpowiednie otwory, w których
umieszcza się przygotowane zestawy diod półprzewodnikowych do zatapiania.
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